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The trivalent ytterbium ion doped Y AG isan attractive material for a high power and high 
stability laser， because it has a smaller quantum defect and a longer upper state life time than 
Nd:Y AG. In the last few years， several reports have been devoted to the study of Yb:YAG 
lasers. However， a single axial modc Yb:YAG laser has never been reported. In出ispaper， 
we have demonstratβd a resonantly absorbed Yb:Y AG microchip laser to overcome limited 
pump absorption. Single mode oscillation with output power of 30 mW at13 mW threshold 
and 14.8 % slope efficiency was observed in a 10 at.私 doped80μm thick Yb:Y AG 
microchip laser pumped by a Ti:Al203 laser. The laser was tuned over 22 GHz without mode 





発振を可能にするなど質的な転換をも引き起こした [7]0その後、 Ho3+の 517-518遷移 (2080nm) 





材料であるNd:YAGに比しでも 3----4惜の高出力化が期待できる O さらに、レーザー上準位寿命
も1msと長く、励起状態吸収 (ExcitedState Absorption )が無いため効率的なQスイッチ動作












~V 2 1l ~V 
m=一一一一一一一=(c/21l L) αpC 
と定義できる O ここで、 ~V は蛍光幅、 αF は吸収係数、 1l は屈折率、 c は光速である。表 1 に代
表的なマイクロチップレーザー材料の特性比較を示す。 Yb:YAGは蛍光幅が2.66百 zと非常に広
、 ? ， ， ，???? ? 、
いため、 Nd:YV04と比較した場合、マイクロチップレーザーを構成することが約30倍困難にな









Nd:YV04 Nd:YAG Yb:YAG 
.1v (GHz) 257 177.5 2.66 
n 2.165 1.823 1.82 
αp (cm・1) 31.1 (1.1 at.%) 8.5 (1.1 at.%) 10.5 (10at.%) 
λp (nm) 808.9 808 939 
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LASER MATERIAL 





t_u =羊ヰ (3) 
e1f - 1-1j r
2 
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(町一円ert+4刊 ersin2 (4)/2) |ωr= 
となる。このとき、
(4) 
円=ちer または Rl = R2 e -2a，L (5) 
のインピーダンスマッチング条件が満たされた場合、実効的な反射率は零になる O なお、 Rは光
強度に対する反射率である口同様に、実効的な透過率は、次式で与えられる O
11efr = 何e(6)





ここで、 5は透過や散乱を含んだ往設損失である O 式(7)より、損失が無い理想的な状態("=0) 
では、共鳴効果により励起光の完全吸収が可能となる O 逆に、損失"=1の場合、吸収効率は、


























































Ti : SAPPH IRE 
LASER 






















~I f....:ト- Resonant Width = 0.3 nm 
Pin = 160 mW const 
Resolution = 0.1 nm 
910 920 930 940 950 



















Threshold = 13 mW 
Maximum Output = 30.4 mW 
Slope = 14.8 % 
• 
50 100 150 200 










ンし相対レーザー出力を測定した O 図5に結果を示す。 Yb:YAGレーザーは、波長910nmから
942nmの範囲で、約2.7nm間隔でl3箇所発振閥値に達した。これより、 Yb:YAG結品の仕上がり
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